
Strukturuntersuchungen  an Disi l iz iden*.  

Von 
tI. Nowotny, R. Kie~%r und tI. Schachner. 

Aus dem I. Chemischen Laboratorium der Universit~t Wien und dem Metall- 
werk t)lansee G. m. b. I-I. in ~eutte, Tirol. 

Mit 4 Abbildungen. 

(Eingelangt am 22. Ju l i  1952. Vorgelegt in der Sitzunff am 16. Okt. 1952.) 

Den Siliziden der UbergangsmetMle, besonders der 4., 5. und 6. Gruppe, 
wird heute wegen mancher auffallender Eigenschaften in bezug auf H~rte 
und Zunderfestigkeit erhShte Aufmerksamkeit geschenkt 1. Ein besonders 
giinstiges Verhalten zeigen die I)isilizide, wie ausfiihrliche Untersuchungen 
an den Systemen yon Mo--Si  2 und W--S i  a bewiesen haben. 

~hnlich wie bei den Hartstoffphasen der Karbide ~ interessiert wegen 
der praktischen Verwendung derartiger Silizide der Aufbau yon zwei- 
und mehrkomponentigen Disiliziden. Es wurden daher die Disilizid- 
Schnitte in den Systemen: Cr Mo--Si, C r ~ W - - S i ,  Mo--W--Si ,  
Ti Mo--Si, T i - - W ~ S i  sowie Ti M o ~ W - - S i  untersucht. 

Die Frage nach dem Aufbau ist aber auch vom kristallchemischen 
Standpunkt reizvoll, handelt es sieh doch bei den Gittern yon Mo(W)Si2, 
CrSi~ bzw. TiSi 2 um eine einheitliche Strukturklasse, wie yon H.  J .  Wal l -  
baum ~ gezeigt wurde. 

* Vorgetragen im Symposium ,,De re metalliea", t~eutte, Tirol, 22. bis 
26. Juni 1952. 

1 R.  KieJfer, P .  Schwarz/copf unter Mitarbeit yon F. Benesovsky und 
W. Leszyns/ci , , ,Hartstoffe und gartmetalle", Springer -Verlag YVien, demniichst. 

z R .  Kie[Jer und E.  Cerwenka, Z. Metallkunde 43, 101 (1952). 
a R .  Kieffer,  F .  Benesovslsy und E.  Gallistl, Z. Metallkunde 43, 284 (1952). 

Untersuchungen fiber das System Ta---Si sind im Gange. 
4 H .  Nowotny  und  R .  KieJJer, Z. Metallforsehg. 2, 257 (1947). - -  H .  No- 

wotny, R.  Kie]Jer und O. Knotelc, Berg- u. Hfittenm~nn. Mh. 96, 6 (1951). 
5 H .  J .  Wallbaum, Z. MetMlkunde 83, 378 (1941). 



1244 H. Nowotny, R. Kieffer und  It.  Sehachner: 

Die Git ter  besitzen ein und  dasselbe Bauelement  (vgl. Abb.  1), das in  
bekannte r  Weise nach verschiedenem I~hythmus aufeinanderfolgen 
kann.  Nur  liegen zum Unterschied zur dichten Packung  die verschiedenen 
Schichten n icht  in  den Dreierlficken, sondern in Zweierliicken (ira Bilde 

O Mefell~tom 0 SL-Atam 

Abb. 1. XSi2-Schicht mit Kenn- 
zeiehnung der Zweierlticken ~, C 

und D (nach W~BAV~). 

mi t  B, C, D bezeiehnet). Mit der weniger 
dichten P~ckung geht eine Abnahme  der 
Koordinat ionszahl  einher. 

Auf Grund dieses Bauprinzips  sind d~her 
ausgedehnte homogene Bereiche zu erwarten. 

I - I o r s t e l l u n g  der  P r o b o n .  

MOglieho Verfahron zur Herstellung yon 
Metallsiliziden sind in Tabelle 1 angeftihr~% Die 
yon uns gew~hlte Methode beschrgnkte sieh 
ausschliel31ieh auf die Synthese aus den Xiom- 
ponen~en dutch Sintern. Als Ausgangss~offo 
dienterl die Disilizido yon Cr, Mo, W und Ti;  
diese Disilizide walrden aus den entspreehenden 
MetMlen bzw. Titanhydrid (in Pulvorform) bei 

1300 ~ C in Wasserstoffatmosph~ro durch Sintern hergestellt. Die Mischungon 
wurden dann naeh oinem Vorfahron, das zllm orstenmal R. Kie]]er und E. Cer- 
wenka 2 auf Silizide anwendeten, druckgesintert. CrSi 2 und TiSi 2 enthaltende 
Systome wurden auf dieso Weise bei ArbeiLstemperaturen yon 1300 bis 
1350~ C hergestollt. Fiir das System MoSie--WSi ~ wurden Temperaturen 
yon 1400 bis 1500~ gow~hlt. Anschliel3end wurden die DrueksinterkSrper 

Tabelle 1. V e r f a h r e n  z u r  t t e r s t e l l u n g  y o n  S i l i z i d e n .  

Verfahren tteaktionsschera~ 

Synthese aus den Kompononten 
a) durch Sehmelzen 
b) dutch Sintern (DrucksinSern) 

Umsetzung yon Motalloxyden mit  
Si, SiC, SiO~ (Silikato)-4-C 

Alumino- bzw. magnesothormisches 
Verfahren 

Kupfersilizidverfahren 

Schmelzflu13elektrolyso 

Abscheidung aus der Gasphase 

Me + Si ---> MeSi 
(Meg + Si--> MeSi + H~) 

MeO + Si--> MeSi + SiO 2 
MoO + SiC-~ MoSi + CO 
MoO + SiO~ + C--> MeSi + CO 
Me-Silikat + C--> MeSi + CO 

MoO + Al(Mg) + SiO~ + S --> 
MeSi + Al(Mg)-S-haltige Sehlaeko 

(Cu-Si) + Me--~ MeSi + (Cu) 
(Cu-Si) + MeO-~ MeSi + 
(Cu + CuO-SiO~) 

K~SiF 6 + MeO --> 
MeSi + K F  

Me + SiC1 a + I-I---> MeSi + ttC1 

R. Kie]fer und F. Benesovslcy, Me,all 6, 243 (1952). 
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einer 20stiind. Temperung bei 1300~ unter Wasserstoff in einem mi~ Mo- 
Heizleitern ausgestatteten Ofen unterworfen. Siimtliche Ergebnisse beziehen 
sich also auf einen Temperatursehnitt bei 1300 ~ C. Dariiber hinaus warden 
die Proben des Systems MoSi2--WSi 2 aueh bei 1800 ~ C 2 Stdn. getempert und 
untersncht. 

l~Sntgenographische Untersuchungen. 

Von den gepulverten Proben der so hergestellten Legierungen wurden 
Debye-Aufnahmen mit Cu--K-Strahlung gemacht, deren Auswertung 
das Bestehen yon quasibingren Schnitten: CrSi2--MoSi~, CrSi2--WSi2, 
MoSi2--WSi2, TiSiz--MoSi 2 und TiSi~--WSi 2 ergab. 

Die Systeme MoSii-  bzw. WSi i -TiSi~:  Wegen der Isotypie yon MoSie 
mit  WSi> die auBerdem auch hinsichtlieh der Gitterkonstanten ~ast 
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gleich sind, fiberrascht das nahezu gleiche Ergebnis nicht. Die Gitter- 
konstanten yon MoSi~ und WSi~ gndern sich dureh geringe Zusiitze yon 
TiSi 2 nicht, was andeutet, dab praktisch keine LSs]ichkeit ffir TiSi,. vor- 
handen ist, Ab 40 Mol-% TiSi 2 im System mit  MoSi 2 und ab 58 Mol-% 
TiSi 2 im System mit WSi~ trit~ eine singulgre Krist~llart ~uf, die sich 
fast bis zum reinen TiSi 2 erstreekt. Diese Phasen (Ti, Mo)Si~ bzw. (Ti, 
W)Si 2 kristallisieren nun in einem Disilizidgitter, das gerade zwischen der 
Folge ABAB (MoSie-Typ) und ABCDABCD (TiSi2-Typ) liegt, ngmlieh 
im CrSi2-Typ, der durch die Folge ABCABC charakterisiert ist. 

Es genfigen demnaeh wenige Mol-3/o an MoSi 2 oder WSi2, um dem 
TiSi 2 eine andere quasi-allotrope Form aufzuzwingen (Isodimorphie). 

In  den Tabetlen 2 und 3 sind die Auswertungen fiir (Ti, Mo)Si~ und 
(Ti, W)Sie wiedergegeben, wobei die Intensitgtsrechnung ffir die Zu- 
sammensetzungen (Mo0.s, Tio.4)Si2, (Moo.2Ti0.s)Si 2 sowie fiir (W0,4Tio,G)Si 2 
durehgeffihrt wurde. In  jedem Falle ist die {)bereinstimmung zwischen 
Beobaehtung und Rechnung eine ausgezeichnete. 

Die Gitterkonstanten fiir die genannten Zusammensetzungen sind 
in k X  .E . :  

Verlanf  des Volumens der Elementarzel len in den Systemen ~ffoSi2--TiSi e und  
W Si ~--Ti  Si2, 



1246 H. Nowotny, R. Kieffer und H. Sehachner: 

Tabelle 2. A u s w e r t u n g  e i n e r  P u l v e r a u f n a h m e  d e r  P h a s e  (Ti, Mo)Si 2 
(C 40-Typ) .  

Cu K-Strahlung.  

Index  

(lOiO) 
(loh) 
(0002) 
(lOi-2) 
(11go) 
(ll21) 
(0003) 
(2o2o) 
(2o~1) 
(1013) 
(1122) 
(2022) 
(0004) 
(1123) 
(215o) 
(10i4) 
(2181) 
(2023) 
(2132) 
(3030) 
(11~4) 
(3o31) 
(0005) 
(2o~4) 
(2183) 
(3082) 
(lOi5) 
(2250) 
(22~1) 
(3033) 
(t125) 
(31io) 
(2154) 
(31u 
(2242) 
(2o~5) 

Tio,,. MOo,6 Si2 

10 a . s i n  eO gef. I0 S.sin s 0 ber.  

36,8 
50,6 

93,4 
109,7 
123,8 
126,7 
145,8 

165,4 

235,8 

261,5 
269,9 
272,3 
311,9 

334,8 
343,0 

384,9 

439,1 

454,8 
461,6 

480,8 
489,5 

36,56 
50,64 
56,32 
92,88 

109,7 
123.8 
126,7 
146,2 
160,3 
163,3 
166,0 
202,5 
225,3 
236,4 
255,9 
261,9 
270,0 
272,9 
312,2 
329,0 
335,0  
343,1 
352,0 
371,5 
382,6 
385,3 
388,6 
438,7 
452,8 
455,7 
461,7 
475,3 
481,2 
489,4 
495,0 
498,2 

In t .  ber. Int. gef. 

m s  

st 

m 

m s  

sst 

n2 

ms 

Tio,s MOo,e Sis 

In t .  ber. 

105 
575 

0 
255 
178 

l l70  
425 
133 

0 
25 

795 
0 
0 

I02 
11 
43 
85 
92 
65 
30 

237 
226 

0 
0 

12 
192 
24 

172 
0 

36 
143 

4 
34 
34 

0 
0 

st 

m s  

S 

ms 

ms 

m s  

m 

m 

m 

Yn 

s s s  

m 

s s  

s s  

39 
202 

0 
90 

129 
840 
307 

43 
0 
8 

567 
0 
0 

71 
4 

14 
26 
28 
20 
22 

166 
160 

0 
0 
3 

134 
6 

130 
0 

25 
101 

1 
10 
10 

0 
0 

Int. gel. 

m s  

m 

m s  

m s  

s s t  

IYI 

s 

st 

S 

SS 

S 

S 

S 

SS 

I n  

i n  

m s  

m s  

SS 

I n s  

s s s  
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(Fortsetzung der Tabelle.) 

Tio,4 MOo,~ Si2 Tio,s ~[Oo,~ Si 

Index  10 a �9 sin 2 0 gel. 103 . sin 2 0 ber .  In t .  ber .  In t .  gel.  l n t .  ber .  In t .  gef. 

(0006) 

(3142) 

(lO~6) 
(3o:~4) 
(22~3) 
(4oJ.o) 
(4o4u 
(31~3) 
(2~5) 
(1126) 
(40,~2) 
(2026) 

(22~4) 
(3035) 

(32~o) 
(0007) 
(3154) 

(4o~3)! 
(10]-7) 
(3252) 
(2136) 

(41~o) 

(4151) 

(2245) 

(11~7) 
(4o44) 
(3253) 

(4152) 
(3145) 

(3056) 

(2027) 

(4153) 

i 

506,1 : 506,9 

531,4 ! 531,6 

- -  543,5 

554,8 554,3 

566,1 565,4 

- -  585,0 

- -  599,1 

- -  602,0 

607,4 607,9 

615,9 616,6 

- -  641,3 

652,8 653,1 

- -  664,0 

680,0 681,0 

- -  694,6 

- -  689,9 

701,0 700,6 

708,7 
711,3 711,7 

726,5 

750,0 750,9 

- -  762,8 

765,0 c~ 1 767,8 
769,4 a 2 

779,6 a 1 781,9 
783,9 a~ 

- -  790,7 

798,1 c~ 1 799,6 
802,3 ~2 

- -  810,3 

- -  821,3 

822,0 a 1 824,1 
826,7 ~x 2 

- -  827,3 

833,3 ~x 1 835,9 
837,2 cr 2 

- -  836,1 

892,9 ~1 894,5 
896,1 ~2 

48 

30 

4 

113 

245 

16 

0 

7 

27 

26 

0 

31 

0 

98 

3 

0 

28 

31 

15 

30 

8 

28 

224 

0 

115 

0 

9 

246 

35 

32 

0 

77 

SS 

S 

II1S 

m 

J 

SS 

SS 

SS 

1TIS 

SS 

s diff. 

SS 

SS 

m 

m 

SSS 

m s  

33 

9 

1 

79 

172 

5 

0 

2 

9 

18 

0 

10 

0 

7O 

1 

0 

9/ 

5 

10 

3 

19 

157 

0 

80 

0 

3 

174 

12 

23 

0 

54 

S 

SSS 

ITIS 

iTI 

SSS 

SSS 

SSS 

ms 

sss diff. 

SSS 

SSS 

m 

m s  

m 
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Mona t she f t e  f i i r  Chemie.  Bd.  83/5.  82 



1248 H.  Nowotny ,  R.  Kieffer  und ]-I. Schachner :  

(Fortsetzung der Tabelle.) 

Tio,4 MOo,6 Si2 Tio.s Moo,2 Sic 

Index 108. sin 20 gel 10 a. sin 20 ber. Int. ber. Int. gel Int. bet. Int. gel. 

(0008) 

(56~o) 

(3254) 

(5051) 

(4o~5) 
(lO18) 

(2246) 

(5o~2) 
(3360) 

(4154) 

918,4 a 1 

923,1 a~ 

926,8 ~1 

930,4 a 2 

936,5 

943,5 c~ 1 

948,6 ae 

968,0 ~x 1 

972,8 ~x~ 

985,6 

990,5 a 1 

901,1 

914,0 

921,9 

928,1 

937,0 

937,7 

945,5 

970,3 

987,1 

993,1 

0 

3 

53 

28 

0 

33 

519 } 

68 

40 

46 

1020 

ss 

SS 

st 

SSS 

SSS 

st i 

0 

1 

17 sss 

9 

0 [ 
11 

36523 } rest  

13 - -  

32 sss 

708 st 

(Moo,6Tio,4)Si2 a = 4,644 c = 6,49 o c /a  = 1,39s 

(Moo.~Tio, s)Si 2 a - -  4,69 o c = 6,511 c /a  = 1,38 s 

(Wo.4Tio,6)Si2 a = 4,68 o c = 6,47 o c /a  ~- 1,38 a 

ES l ieg t  h ier  somi t  e in  we i t e res  sch5nes  Beisp ie l  v o r  ffir  die S t e u e r u n g  eines  

B a u e l e m e n t s  in  e iner  h o m S o t e k t e n  S t r u k t u r f a m i l i e  d u r c h  A n g l e i c h u n g  

der  P a r t n e r .  I n  Abb .  2 a u n d  b is t  de r  Ver l au f  de r  V o l u m i n a  de r  E l e m e n t a r -  

zel len wiedergegeben .  I m  Mischkr i s t a l lbe re i ch  s te l l t  m a n  in be iden  F~ l l en  

eine ger inge,  r e l a t i v e  K o n t r a k t i o n  fes~. 

Das System MoSi2- -WSi2:  W i e  n i ch t  ander s  zu  e r w a r t e n ,  b i lden  diese 

be iden  i s o t y p e n  P h a s e n  e ine  l f ickenlose Mischkr i s ta l l re ihe .  Die  y o n  uns  

e r m i t t e l t e n  A b m e s s u n g e n  der  E l e m e n t a r z e l l e  y o n  MoSi  2 l i egen  m i t :  

z 3,196, c = 7,838 u n d  c /a  z 2,452 zwar  n a h e  den  W e r t e n  y o n  W. Za- 
chariasen 7 (3,200; 7,861), doch  f a n d e n  wi r  ffir die G i t t e r k o n s t a n t e n  y o n  

W S i  2 insofern  e inen  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Un te r s ch i ed ,  als unse r  c - W e r t  

gegen i ibe r  MoSi  2 k le iner ,  bei  Zachariazen abe r  grSBer als c~ros,. ~ ange-  
geben  wird .  

Gitter, k o n s t a n t e n  y o n  WSi2 :  

(diese Arbe i t )  a = 3,204; c = 7,81s k X -  E.  

(Zachariasen) a = 3,212; c = 7,880 k X .  E .  

7 W. Zachariasen, Z. physik.  Chem. 128, 39 (1927). 
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1250 I t .  Nowotny, R. Kieffer und H. Schachner: 

(zVortsetzung der Tabelle.) 

Index  l O a . s i n  2 0 gel.  lOS.s in  ~ 0 ber. Int. ber.  In t .  gef. 

(lOi6) 
(3o~4) 
(2243) 
(4o~o) 
(4o~1) 
(3143) 
(21~5) 
(1126) 
(4042) 
(2o~6) 
(2234) 
(3o~5) 
(32~o) 
(ooo7) 
(31~4) 
(3251) 
(4033) 
(lOY7) 
(3252) 
(2136) 
(41~o) 

(4151) 

(2255) 

(1127) 

(4o~4) 
(3253) 

(41~2) 

(31~5) 
(3036) 
(2@7) 

(4153) 

(ooo8) 
(5o~o) 

(3254) 

550,5 
561,7 
579,1 

605,7 
616,8 

652,0 

678,4 

695,4 
701,8 
705,0 
728,5 
743,9 

760,5 

772,3 o~ 1 
775,2 vr 2 

798,1 o~ 1 
802,3 cr 2 

814,7 ~1 
818,7 ~ 
820,1 a 1 
825,4 ~e 
832,9 

884,7 ~z 
888,6 cr 2 

911,6 o~ 1 
916,0 o~ 

543,4 
551,1 
561,1 
579,0 
593,1 
597,3 
605,6 
615,8 
635,4 
652,0 
659,7 
678,0 
687,6 
690,4 
695,9 
701,7 
705,8 
726,6 
744,0 
760,5 
760,0 

774,1 

786,6 

799,0 

804,4 
814,4 

816,4 

822,8 

833,3 
835,2 

886,8 

901,8 
904,8 

913,0 

9 
158 
348 

36 
0 

16 
65 
37 

0 
73 

0 
141 

8 
0 

66 
66 
74 
35 
75 18} 
40 

323 

0 

167 

0 
20 

359 

85 

47 
0 

113 

0 
8 

128 

r n s  

m 

SS 

S 

S 

I n s  

I n s  

S 

s 

s 

SS 

S 

s 

i n  

I n s  

I l l  

S 

ss diff. 

m s  

m S  
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(gortsetzung der Tabelle.) 

Index  10 a- sin ~ 0 gel. 10 a �9 sin ~ 0 ber. In t ,  bet.  In t .  get. 

(5o~1) 
(4o45) 
(lO<78) 

(2246) 

(2137) 

(5o52) 
(336o) 
(3146) 

(4154) 

918,4 

939,8 c~ 1 
944,7 c% 

958,2 a~ 
963,6 ~ 

977,6 

982,5 % 
988,0 o% 

918,9 
931,3 
938,0 

94115 

943,7 

961,2 

977.i 
97717 

985,4 

69 
0 

773,9 

168 

100 

1520 

s diff. 

rest 

ss diff. 
I 

st 
I 

Es wurde wegen dieser Diskrepanz eine besonders sorgf&ltige Gitter- 
konstantenmessung an MoSi 2 und WSi2 nach dem Straumanis-Verfahren 
durchgefiihrt. Ffir die da- 
zu verwendeten t~iickw&rts- 
interferenzen bereehneten 
wir s~mtliche Intensit~ten, 
um eine absolut einwandfreie 
Zuordnung der Linien treffen 
zu k6nnen. Zur Auswertung 
benfitzten wir die In te r -  
ferenzen: (323)> (316) und 
(4o2). 

3,Z05~ ~ 7,8~ 

~ 3so5]- ~ d78z~ 

3 185[ ~ i ~ ~ ~ 7.80 
" 0 2,0 rio 60 <70 100 " 

Abb.  3. Verlauf der Oit terkonstanten a und c i m  System 

Der Gang der Gitterkonstanten von den Misch-Disiliziden beweist 
eindeut~g, dab unser Wert der riehtige sein mul l  In  Abb. 3 ist der Ver- 
lauf yon a u n d c  ffir Proben, bei 1800 ~ C gegliiht, wiedergegeben, welcher 
eine Zunahme von a und eine Abnahme von c beim Ubergang yon MoSi~ 
nach WSi~ erkennen l~Bt. Bereits bei den friiher durehgefiihrten Mes- 
sungen ~, ~ lag der c-Wert von ~oSi~ eindeutig tiber dem yon Wgi~. Die 
neuen Gitterkonstanten sind clurchwegs kleiner, beanspruehen aber eine 
h6here Genauigkeit. Das Zellvolumen nimmt yon MoSi 2 naeh WSi 2 
sehwaeh zu s. Ob das sieh dabei ergebende Maximum reel1 ist nnd mit dem 
eigenartigen Zunderverh~lten zus~mmenh~ngt, bleibt dahingestellt. 

Das System TiSi2--MoSi2--WSi2: Dieses Pseudo-Dreistoffsystem 
ist au~ Grund der r6ntgenographischen Priifung yon Proben, die wieder 
bei 1300 ~ aus den Disiliziden hergestellt wurden, weitgehend dureh die 

s Eine lfiekenlose Mischreihe bilden auch die Diboride T!B~--ZrB2; er- 
scheint sp~ter. 
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1252 Nowotny, Kieffer u. Schachner: Strukturuntersuchungen an Disiliziden. 

Verh~ltnisse der Randsysteme gekennzeiehnet: Zwei liickenlose Misch- 
kristallreihen: MoSi2--WSi ~ (C l l -Typ)  und (Moo,6_o,osTi0,a_o,~)Si ~ -  
(Wo,t_0.o~Ti0,6_0,9~)Si~ (C 40-Typ). Es ergibt sich demnaeh ein sehr aus- 
gedehntes homogenes Gebiet fiir die intermedi~re Kristallart mit C 40- 
Struktur:  (Ti, Mo, W)Si e. 

Die Sy8teme CrSi 2 MoSi~ und CrSi~WSi2: Beide Paare haben 
grunds~tzlieh wieder gleichen Aufbau. Die Disilizide vermSgen sich 
gegenseitig in erhebhehem Ausma~ zu 15sen. Die Mischungsliicke, be- 
stehend aus (Cr, Mo)Si2 (C40-Typ)-~(Mo,  Cr)Si 2 (Cl l -Typ)  bzw. 
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Abb. 4a  und b. Verlauf des Volumens der Elementarzellen yon ~[oSie bzw. WSi2 sowie yon 
CrSi2 in den Systemen ~oSi2--CrSi~ und WSi2--CrSi2. 

(Cr, W)Si 2 + (W, Cr)Si 2 besitzt nur eine geringe Breite, wie Abb. 4a 
und b zeigen. Der Schnitt bezieht sieh wieder auf 1300 ~ C. Auffallend 
ist der verschiedenartige Verlauf des Zellvolumens bei der Mischkristall- 
bildung. 

Zusammenfassung. 

l~Sntgenographische Untersuchungen der Disilizidsysteme: TiSi 2 -  
MoSi~, TiSi~--WSi 2, MoSi~--WSie, CrSi2--MoSi 2, CrSie--WSi2 sowie 
TiSi~---MoSi~---WSi 2 ergaben einen ]fickenlosen ~bergang yon MoSi 2 -  
WSi~, das Auftreten singul~trer Kristallarten (Ti, Mo)Si~ bzw. (Ti, W)Si 2, 
die mit dem C 40-Gitter isotyp sind und einen ausgedehnten homogenen 
Bereich besitzen. Diese Kristallart reicht fast bis an das reine TiSie 
heran und kann als eine Art allotrope Fo rm desselben aufgefal]t werden. 

Der Aufbau im System: TiSi~--MoSi2--WSi 2 wird angegeben. 
MoSi 2 und WSi 2 15sen betr~chtliche Mengen (46 bzw. 64 Mol-~o) 

CrSi2; CrSi 2 vermag 31 Mol-% MoSi~ bzw. 16 Mol-~o WSi~ homogen 
aufzunehmen. Die Gitterkonstanten wurden bestimmt. 

Herrn Dipl.-Ing. F. Benesovsky sind wir ffir wertvolle Ratschl~ge 
und Aussprachen zu herzliehem Dank verpflichtet. 


